OEM:RFT/DDR U74HCT245 Datasheet

HCT-Schaltkreise

CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind dureh folgende Eigenschaf-
ten gekennzeichnet:

- KWompatibilitdt zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00,

- AnschluB- und Funktionskompatibilitat zur intermationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00,

- Schaltgesehwindigkeit ahnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe.

- Im Frequenzbereich bis etwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise ge-
geniber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes
fur die Healisierung von Stromversorgungseinheiten. [Die geringere Leistungsaufnahme
bildet die Vorausselzung fiir die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortab-
ler Gerdte und erméglicht eine hohere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein
geringeres Gehdusevolumen.

- e hihere Stdrsicherheit ermiglicht die Realisierung storsicherer Schaltungskonzepte
und die Vergriferung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen.

- Die Ubercinstimmung in AnsehluBfolge und Funktion sewie eine #hnliche Sechaltge-
sehwindigheil ermoglicht den Austauseh mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00.

Grenzwerte
Betriebsspannung L'{.:(.,. =-0,5 ... 7,0¥
Eingangsspannung -I = -0,5 . 0,5 W
AUSZANESSPANNUNE L'D = 0,5 o 0,5V
Eingangsdiodenstrom |I]H < 20 mA
Ausgangsdiodenstrom “C}KI < 20 mA
Ausgangsstrom fiir “G'l < 25 mA
StandardausgiEnge
Ausgangsstrom [ir |I0| < 33 mA
BulTer-Tristate-Ausgiinge
Betriebsstrom fur 1S mit P | - T/ I
Standardausgiingen CCT.TGND'=
Betriebsstrom fur 1S mit I{‘Cl‘élf.‘-NI:llg 0 mA
Buffer-Tristate- Ausginge
Gesamiverlustleistung I"t - 350 mw
(DIP-Gehiiuse) :
l!l = 40 ... 70 "C
Gesamiverlustleistung I’mll < 230 mW
(DIP-Gehiuse)
T, = 85 °C
Lagertemperaturbereich T‘~1.E = 40 ... 85 °C
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Betriebsbedingungen
Betriebsspannung tL’T = 4,5 5,5V
Eingangsspannung (L < 15 ms) "‘II! = -1,9 .ee UCC +1,5V
(t <15 ms) UI =GND - 0,5 ... l_;'{.,c.,+l.l,:] v
Eingangsspannung H ":II{ <2V
Eingangsspannung L L’I] <0D,8V
Betriebstemperaturbereich Tn = -40 ... B3 "C
Anstiegs- und Abfallzeit | I | < 500 ns
o " ; LH''HL =
der Eingangsimpulse an
Eingiingen ohne Sehmitt-
Trigger-Charakteristik Haltezeiten
U 74 HCT 74 DK t <dns
Takifrequenzen ! i i HD .
U 74 HCT 74, 175 DK I‘E < 20 MHz U 74 HCT 13‘4'?'[ ::;4, l]II} < 5 ns
H] ]
U 74 HCT 374, 5334 DK fr- < 18 MH=z
U 74 HCT 192, 193 DK 1ty < 0ns
Taktimpulsbreiten Setzzeiten
U 74 HCT 74, 175 DK 1o, .t <25 ns U 74 HCT 74, 182, 183 tgpy = 23 ns
U 74 HCT 192, 193, t. .t < 31 ns 374, 534 DK
534 DK ' : ' 74 HCT 175 DK tSD < 20 ns
U 74 HCT 374 DK T".’_TL'ICII < 28 ns
Ziihlfrequenzen
U 74 HCT 192, 193 DK r'L‘L"'rCl] < 16 MHz
Statische Kennwerte
Husgangsspannung H Upy =44V Statische Stromaufnahme
[LCC = 4,5V, -IUH = 20 LI."‘-} ‘UCC = 5[5 V)
Ausgangsspannung H u = 3,84V .
[I":{_‘,(_‘ = 4.5V, 'IQH = 4 mA) OH fiir Gatter-18 ICC = 20 pA
fiir 13 mit Standard- Ausgiingen fir Flip-Flop iCC = 40 pA
fiir MSI-1S L.. =80 uA
Ausgangsspannung H UU'H = J,84 V cc W
“'Il'_‘f_‘ = 4,5V, ]DH = 6 mA)
fiir 158 mit Bus-Treiber- Ausgingen
Reststrom der Tristate-Ausginge
Ausgangsspannung L EDL =0,1%¥ im hochohmigen Zustand sowie
:UL‘L‘ = 4,5V, ID[ = 20 pA) der Ein-/Ausgiinge im Zustand
o ’ Eingabe
Ausgangsspannung L U = 0,33V -
(Upe = 4,5 V, Ig, = 4 mA) oL Lppelizg)=5 na
fir 1S mit Standard- Ausgingen
Ausgangsspannung L UDI = 0,33 V
{L{T(? =4,5 V, ]UL = 6 mA)

fiir 1S mit Bus- Treiber- Ausgiingen

Datasheet Rev. 1.3 — 04/19 — data without warranty / liability




OEM:RFT/DDR

U74HCT245

Datasheet

U 74 HCT 245 DK

8 Bit Bus-Transceiver, nicht invertierend
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AnschluBbelegung, Schaltzeichen
und IEC-Zeichen

Bauform U 74 HCT 245 DK: DIP-20, Plast (Bild 8)
Bauform U 74 HCT 245 S: S0-20 (Bild 30)
Typstandard: TGL 42643/19

Funktionstabelle
Eingiinge Ein-/Ausgange
OF DIR An Bn
L L Bn Eingang
L H Eingang An {n = 0 bis T)
H x hochohmig hochohmig {x = L oder H)
Ausgewiihite Kennwerte * Buffer-Tristate-Ausgnge *
Kurz- . . .
Kennwert zlr:Ji:-.?hen MeBbedingung min. MAX . Einheit
Verzogerungszeit L Tﬂ = - bis 8 °C 29 ns
An---=Bn t TH = 25 °C 23 ns
Bri---+ An
Selektionszeit tPEH' Ta = 40 bis 85 °C 38 ns
hochohmig ---=High, Low tpzL T, =25 °C 30 ns
Deselektionszeit tI’HZ: Tﬂ = <40 bis B °C 38 ns
High, Low --+hochohmig oLz Ta = 25 *C 30 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tr T, = 40 bis 8 °C 15 ns
tT ] Tu = 25 *C | 12 ns
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